
MCP1623/24
用于 PIC®单片机的低电压输入升压稳压器
特性：

• 典型效率最高可达 96%

• 425 mA 典型峰值输入电流限制：

- IOUT > 50 mA @ 1.2V VIN， 3.3V VOUT

- IOUT > 175 mA @ 2.4V VIN， 3.3V VOUT

- IOUT > 175 mA @ 3.3V VIN， 5.0V VOUT

• 低启动电压：0.65V，典型输出 3.3V VOUT @ 1 mA

• 低输入工作电压：0.35V，典型输出3.3V VOUT@ 1 mA

• 可调节输出电压范围：2.0V 至 5.5V

• 最大输入电压  VOUT < 5.5V

• 自动 PFM/PWM 操作 （MCP1624）

• 仅 PWM 操作 （MCP1623）

• PWM 频率为 500 kHz

• 低器件静态电流：19 µA （典型 PFM 模式）

• 内部同步整流器

• 内部补偿

• 浪涌限流和内部软启动

• 真正负载断路

• 关断电流 （所有状态）：< 1 µA

• 低噪声、抗振铃控制

• 过温保护

• SOT-23-6 和 2 x 3 DFN-8 封装

应用：

• 使用一节、两节或三节碱性电池和镍氢 / 镍镉电池
的低功耗 PIC® 单片机应用

概述：

MCP1623/24 是一款紧凑的高效率固定频率的同步步
升直流 / 直流转换器。它为通过一节、两节或三节碱性
电池、镍镉电池、镍氢电池，或者一节锂离子或锂聚合
物电池供电的PIC单片机应用提供一种易用的电源解决
方案。

稳压器采用了低电压技术，支持以 0.65V 低电压输入启
动，不会产生高浪涌电流或输出电压过冲现象。器件通
过集成低电阻 N 沟道升压开关和同步 P 沟道开关来实现
高效率。集成了所有补偿和保护电路，以最大程度减少
外部元件。对于待机应用，在无负载工作时，MCP1624
仅消耗19 µA的电流。MCP1623器件还提供了仅在PWM
模式下工作的选项。

在禁止（EN = GND）时，通过去除从输入到输出的正
常升压稳压器二极管路径，“ 真正 ” 负载断路模式会
将输入与输出隔离。该模式消耗的输入电流小于 1 µA。

输出电压通过一个小的外部电阻分压器进行设置。

封装
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* 包括裸露的散热焊盘 （EP），请参见表 3-1。
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MCP1623/24
图 1： 典型应用
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MCP1623/24
1.0 电气特性

绝对最大额定值 †

EN、 FB、 VIN、 VSW 和 VOUT - GND ................+6.5V
EN 和 FB .... < VOUT 和 VIN 的较大者 > （GND - 0.3V）
输出短路电流 ........................................................连续

功耗 ................................................................内部受限

储存温度.............................................-65°C 至 +150°C
通电时的环境温度 ................................-40°C 至 +85°C
工作结温.............................................-40°C 至 +125°C
所有引脚上的 ESD 保护：

HBM........................................................ 3 kV
MM......................................................... 300V

† 注：如果器件工作条件超过上述“ 最大额定值”，可
能引起器件永久性损坏。这仅是极限参数，我们不建议
器件工作在极限值甚至超过上述极限值。器件长时间工
作在极限条件下可能会影响其可靠性。

直流特性

电气特性 ：除非另外说明，否则VIN = 1.2V，COUT = CIN = 10 µF，L = 4.7 µH，VOUT = 3.3V，IOUT = 15 mA，TA = +25°C。 
粗体数值适用的 TA 范围为 -40°C 至 +85°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

输入特性

最小启动电压 VIN — 0.65 0.8 V 注 1

启动后的最小输入电压 VIN — 0.35 — V 注 1

输出电压调节范围 VOUT 2.0 — 5.5 V VOUT  VIN ；注 2

最大输出电流 IOUT 50 — — mA 1.5V VIN， 3.3V VOUT

反馈电压 VFB 1.120 1.21 1.299 V —

反馈输入偏置电流 IVFB — 10 — pA —

静态电流 ——PFM 模式 IQPFM — 19 30 µA 在 VOUT = 4.0V 时测得； 
EN = VIN，IOUT = 0 mA；注3

静态电流 ——PWM 模式 IQPWM — 220 — µA 在 VOUT 时测得； EN = VIN，
IOUT = 0 mA ；注 3

静态电流 —— 关断 IQSHDN — 0.7 2.3 µA VOUT = EN = GND ；
包括N沟道和P沟道开关泄漏
电流

NMOS 开关泄漏电流 INLK — 0.3 1 µA VIN = VSW = 5V；VOUT = 5.5V，
VEN = VFB = GND

PMOS 开关泄漏电流 IPLK — 0.05 0.2 µA VIN = VSW = GND ；
VOUT = 5.5V

NMOS 开关开启电阻 RDS(ON)N — 0.6 —  VIN = 3.3V， ISW = 100 mA

PMOS 开关开启电阻 RDS(ON)P — 0.9 —  VIN = 3.3V， ISW = 100 mA

注 1： 3.3 k阻性负载， 3.3V VOUT （1 mA）。

2： 对于 VIN > VOUT， VOUT 不会保持稳压。

3： IQ 从 VOUT 测量得到； VIN 静态电流将随升压比率而改变。 VIN 静态电流可以通过以下公式估算：
（IQPFM * (VOUT/VIN)）和（IQPWM * (VOUT/VIN)）。

4： 220阻性负载， 3.3V VOUT （15 mA）。

5： 峰值电流限制由特性决定，未经生产测试。
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MCP1623/24
温度规范

NMOS 峰值开关电流极限 IN(MAX) 300 425 — mA 注 5

VOUT 精度 VOUT% -7.4 — +7.4 % 包括线路和负载稳定度；
VIN = 1.5V，IOUT = 50 mA

线路稳定度 VOUT/
VOUT) / 
VIN|

— 0.01 — %/V VIN = 1.5V 至 3V
IOUT = 25 mA

负载稳定度 VOUT / 
VOUT|

— 0.01 — % IOUT = 25 mA 至 50 mA ；
VIN = 1.5V

最大占空比 DCMAX — 90 — %

开关频率 fSW 370 500 630 kHz

EN 输入逻辑高电平 VIH 90 — — VIN 的 % IOUT = 1 mA

EN 输入逻辑低电平 VIL — — 20 VIN 的 % IOUT = 1 mA

EN 输入泄漏电流 IENLK — 0.005 — µA VEN = 5V

软启动时间 tSS — 750 — µS EN 低电平至高电平，VOUT 的
90% ；注 4

热关断裸片温度 TSD — 150 — C

裸片温度滞后 TSDHYS — 10 — C

电气规范：

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

温度范围

工作结温范围 TJ -40 — +125 °C 稳定状态

储存温度范围 TA -65 — +150 °C

最高结温 TJ — — +150 °C 瞬态

封装热阻

热阻， 5 引脚 TSOT23 JA — 192 — °C/W EIA/JESD51-3 标准

直流特性（续）

电气特性 ：除非另外说明，否则VIN = 1.2V，COUT = CIN = 10 µF，L = 4.7 µH，VOUT = 3.3V，IOUT = 15 mA，TA = +25°C。 
粗体数值适用的 TA 范围为 -40°C 至 +85°C。

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件

注 1： 3.3 k阻性负载， 3.3V VOUT （1 mA）。

2： 对于 VIN > VOUT， VOUT 不会保持稳压。

3： IQ 从 VOUT 测量得到； VIN 静态电流将随升压比率而改变。 VIN 静态电流可以通过以下公式估算：
（IQPFM * (VOUT/VIN)）和（IQPWM * (VOUT/VIN)）。

4： 220阻性负载， 3.3V VOUT （15 mA）。

5： 峰值电流限制由特性决定，未经生产测试。
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MCP1623/24
2.0 典型性能曲线

注：除非另外说明，否则 VIN = EN = 1.2V， COUT = CIN = 10 µF， L = 4.7 µH， VOUT = 3.3V， ILOAD = 15 mA， TA = +25°C。

图 2-1： PFM 模式下的 VOUT IQ— 环境
温度关系曲线

图 2-2： PWM模式下的VOUT IQ—环境
温度关系曲线

图 2-3： MCP1623/24 IOUTMAX—VOUT
关系曲线

图 2-4： MCP1624效率—IOUT关系曲线
（VOUT = 2.0V）

图 2-5： MCP1624效率—IOUT关系曲线
（VOUT = 3.3V）

图 2-6： MCP1624效率—IOUT关系曲线
（VOUT = 5.0V）

注： 以下图表来自有限数量样本的统计结果，仅供参考。此处列出的性能特性未经测试，我公司不做任何保证。
一些图表中列出的数据可能超出规定的工作范围（例如，超出了规定的电源范围），因此不在担保范围内。
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MCP1623/24
注：除非另外说明，否则 VIN = EN = 1.2V， COUT = CIN = 10 µF， L = 4.7 µH， VOUT = 3.3V， ILOAD = 15 mA， TA = +25°C。

图 2-7： MCP1623 效率 —IOUT 关系曲
线（VOUT = 2.0V）

图 2-8： MCP1623 效率 —IOUT 关系曲
线（VOUT = 3.3V）

图 2-9： MCP1623 效率 —IOUT 关系曲
线（VOUT = 5.0V）

图 2-10： 进入阻性负载的最小启动和关
断 VIN—IOUT 关系曲线

图 2-11： FOSC— 环境温度关系曲线

图 2-12： MCP1623 PWM 脉冲跳过模式
阈值 —IOUT 关系曲线
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MCP1623/24
注：除非另外说明，否则 VIN = EN = 1.2V， COUT = CIN = 10 µF， L = 4.7 µH， VOUT = 3.3V， ILOAD = 15 mA， TA = +25°C。

图 2-13： 输入无负载电流—VIN关系曲线

图 2-14： N沟道和P沟道RDSON—VIN和
VOUT 的较大者关系曲线

图 2-15： PFM / PWM 阈值电流 —VIN 关
系曲线

图 2-16： MCP1624 3.3V VOUT PFM 模式
波形

图 2-17： MCP1623 3.3V VOUT PWM模式
波形

图 2-18： MCP1623/24 高负载波形
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MCP1623/24
注：除非另外说明，否则 VIN = EN = 1.2V， COUT = CIN = 10 µF， L = 4.7 µH， VOUT = 3.3V， ILOAD = 15 mA， TA = +25°C。

图 2-19： 使能之后 3.3V 启动曲线

图 2-20： VIN = VENABLE时3.3V启动曲线

图 2-21： MCP1624 3.3V VOUT 负载瞬态
波形

图 2-22： MCP1623 3.3V VOUT 负载瞬态
波形

图 2-23： MCP1623 2.0V VOUT 负载瞬态
波形

图 2-24： 3.3V VOUT 线路瞬态波形

MCP1623 PWM
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MCP1623/24
3.0 引脚说明

表 3-1 列出了引脚说明。

表 3-1： 引脚功能表

3.1 开关节点引脚（SW）

将电感器的输入电压与 SW 引脚连接。SW 引脚承载电
感器电流，峰值电流最高可达 425 mA。集成的 N 沟道
开关漏极和集成的 P 沟道开关源极在内部与 SW 节点
连接。

3.2 接地引脚（GND）

接地或回路引脚用于连接电路地。输入电容回路、输出
电容回路和GND引脚的走线长度应尽可能短，以最大程
度降低 GND 引脚上的噪声。

3.3 使能引脚（EN）

EN 引脚是逻辑电平输入，用于使能或禁止器件开关切
换，以及降低禁止时的静态电流。逻辑高电平 （> VIN
的 90%）将会使能稳压器输出。逻辑低电平（< VIN 的
20%）将确保禁止稳压器。

3.4 反馈电压引脚（FB）

FB 引脚用于通过使用电阻分压器来进行输出稳压。在
输出电压进行稳压时，FB 电压将为 1.21V（典型值）。

3.5 输出电压引脚（VOUT）

输出电压引脚将集成的 P 沟道 MOSFET 与输出电容连
接。FB 分压器也与 VOUT 引脚连接，以进行输出稳压。

3.6 电源输入电压引脚 （VIN）
将输入电压源与 VIN 连接。输入源应当使用最小 4.7 µF
的电容与 GND 去耦。

3.7 信号接地引脚 （SGND）

信号接地引脚用于作为集成的 VREF 和误差信号放大器
的回路引脚。在 2x3 DFN 封装中，SGND 引脚和电源接
地 （PGND）引脚通过外部连接。

3.8 电源接地引脚 （PGND）

电源接地引脚用于作为高电流 N 沟道开关的回路。在
2x3 DFN 封装中， PGND 引脚和信号接地（SGND）引
脚通过外部连接。

3.9 输出电压感应引脚 （VOUTS）

输出电压感应引脚将稳压后的输出电压连接到内部偏置
电路。在 2x3 DFN 封装中，VOUTS 和 VOUTP 通过外部
连接。

3.10 输出电压电源引脚 （VOUTP）

输出电压电源引脚将输出电压连接到开关节点。高电流
从集成的 P 沟道流入，通过该引脚流向输出电容和输出
引脚。在 2x3 DFN 封装中，VOUTS 和 VOUTP 通过外部
连接。

3.11 裸露的散热焊盘 （EP）

内部电气连接裸露的散热焊盘 （EP）和 VSS 引脚；它
们必须连接在印刷电路板 （Printed Circuit Board，
PCB）相同的电位上。

引脚编号
MCP1623/24 SOT23

说明
SOT23 2x3 DFN

SW 1 5 开关节点、升压电感器输入引脚

GND 2 — 接地引脚

EN 3 4 使能控制输入引脚

FB 4 1 反馈电压引脚

VOUT 5 — 输出电压引脚

VIN 6 8 输入电压引脚

SGND — 2 信号接地引脚

PGND — 3 电源接地引脚

VOUTS — 7 输出电压感应引脚

VOUTP — 6 输出电压电源引脚

EP — 9 裸露的散热焊盘 （EP）；必须连接到 VSS
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MCP1623/24
4.0 详细说明

4.1 器件选项概述

MCP1623/24 系列器件能够以低电压启动，并且在宽泛
的负载范围内对单节、双节和三节碱性电池、镍氢电
池、镍镉电池和单节锂离子电池输入，器件都可以维持
高效率。器件通过高度的集成来降低系统总成本、方便
应用实现和减少电路板面积。器件具有以下特性：低启
动电压、可调节输出电压、 PWM/PFM 模式操作、低
IQ、集成同步开关、内部补偿、低噪声抗振铃控制、浪
涌限流和软启动。MCP1623/24 系列具有两个功能选项
之一：PWM/PFM 模式或仅 PWM 模式。

4.1.1 PWM/PFM 模式选项

对于低负载条件，MCP1624 器件可以自动从 PWM切换
为PFM模式，在宽泛的输出电流范围内最大程度地提高
效率。在 PFM 模式期间，器件使用较高的峰值电流将输
出推升到阈值限制点。以 PFM 或 PWM 模式工作时，P
沟道开关用作同步整流器，它会在电感器电流达到 0 mA
时关断，以最大程度提高效率。在 PFM 模式下，比较器
用于在输出电压达到阈值上限时终止开关切换。终止开
关切换之后，输出电压将衰减或下降。在此期间，从器
件和输入源消耗的 IQ 极低，这可以在低负载时保持高电
源效率。PWM/PFM 模式的缺点是输出波纹电压较高和
PFM 模式频率可变。PFM 模式频率是输入电压、输出电
压和负载的函数。处于 PFM 模式时，升压转换器会以
500 kHz 的开关频率推升输出。

4.1.2 仅 PWM 模式选项

MCP1623 器件会禁止 PFM 模式开关切换，在整个负载
范围仅以PWM模式工作。在低负载工作期间，MCP1623
会继续以 500 kHz 的恒定开关频率工作，使输出波纹电
压保持低于PFM模式。在仅PWM模式期间，MCP1623
P 沟道开关用作同步整流器，通过关断来防止逆向电流
从输出电容回流到输入中以保持高效率。为了防止噪声
干扰， N 沟道 MOSFET 电流检测会停止大约 100 ns。
在低负载条件下，MCP1623 会使用对应于 100 ns 的典
型最小占空比，继续以恒定频率进行开关切换。图 2-12
给出了仅 PWM 模式下脉冲跳过阈值的输入电压和负载
电流关系曲线。在负载较低时， MCP1623 器件会开始
跳过一些脉冲。

表 4-1： 部件编号选择

部件编号 PWM/PFM PWM

MCP1624 X

MCP1623 X
DS41420C_CN 第 10 页  2010-2011 Microchip Technology Inc.



MCP1623/24
4.2 功能说明

MCP1623/24 是一款紧凑的高效率固定频率的步升直流 /
直流转换器，为通过一节、两节或三节碱性电池、镍镉
电池或镍氢电池，或者一节锂离子或锂聚合物电池供电
的 PIC 单片机应用提供了易用的电源解决方案。 

图 4-1 给出了 MCP1623/24 的功能框图。

4.2.1 低启动电压

MCP1623/24 能够以低输入电压启动。对于 3.3V 输出
和 1 mA 阻性负载，启动电压通常为 0.65V。
在使能时，内部启动逻辑会导通整流 P 沟道开关，直
到输出电容充电至接近输入电压的电压值。在此期间，
会对整流开关进行限流。将输出电容充电至输入电压
之后，器件会开始进行开关切换。如果输入电压小于
1.6V，器件会以 70% 的固定占空比开环运行，直到输

出达到 1.6V。在此期间，升压开关电流限制为其标称值
的 50%。当输出电压达到 1.6V 之后，将启动正常的闭
环 PWM 操作。 
MCP1623/24 会使用极弱的电流源对内部电容进行充
电。接着，该电容上的电压会将升压开关的电流限制缓
慢地斜升至其标称值。在受控制情况下关断时或发生热
关断时，软启动电容将完全放电。

MCP1623/24 没有欠压锁定功能。器件将以可能的最低
电压启动，并一直运行到电压降到可能的最低电压为
止。对于典型的电池应用，在电池深度放电情况下，这
可能导致发生 “ 摩托艇噪声 ”（即系统进入重复开 /
关状态）。

图 4-1： MCP1623/24 框图

门控驱动和

关断控制逻辑

VIN

EN

VOUT

GND

ISENSE

IZERO

ILIMIT

.3V
 
 0V

软启动

方向控制

振荡器 斜率补偿 

PWM/PFM
逻辑

1.21V

内部偏置

SW

FB

EA
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MCP1623/24
4.2.2 PWM 模式操作

在正常 PWM 操作中，MCP1623/24 作为固定频率同步
升压转换器工作。开关频率在内部使用频率通常设置为
500 kHz 的振荡器维持。即使在低负载工作期间，
MCP1623 器件也将以仅 PWM 模式工作。通过以仅
PWM 模式工作，输出波纹可以保持很低且频率恒定。
在低负载工作期间，以固定 PWM 模式工作会导致效率
较低 （与 PFM 模式相比时（MCP1624））。

无损电流检测功能会将峰值电流信号转换为一个电压，
与内部斜率补偿信号相加。相加后的信号将与电压误差
放大器进行比较，为PWM信号提供峰值电流控制命令。
斜率补偿信号根据输入和输出电压进行自适应调节。因
此，转换器会提供适当的斜率补偿量来确保稳定性，但
又不会过量，过量时会导致相位裕度损失。峰值电流限
制设置为 425 mA （典型值）。

4.2.3 PFM 模式操作

MCP1624 器件能够以正常 PWM 模式和 PFM 模式工
作，以在所有负载条件下均维持高效率。在 PFM 模式
下，输出波纹具有可变的频率成分，该成分会随输入
电压和输出电流而改变。无负载时，从输出汲取的静
态电流通常为 19 µA。PFM 模式可以在选定的器件选
项中禁止。

如果输出负载电流降至低于内部设定的阈值，则会启动
PFM 操作。器件会持续监视输出电压。当输出电压降至
低于其标称值时，将会执行一次或多次 PFM 操作，使
输出恢复稳定。如果输出负载电流升到高于阈值上限，
MCP1624 会平缓地转换为 PWM 模式。

4.2.4 可调节输出电压

MCP1623/24输出电压可通过电阻分压器进行调节，其
范围为最小值 2.0V 至最大值 5.5V。建议使用高值电
阻，以便在低负载时最大程度降低静态电流，从而保持
高效率。

4.2.5 使能 / 输出断路

使能引脚用于开启和关闭升压转换器。使能阈值电压会
随输入电压而改变。要使能升压转换器， EN 电压必须
大于 VIN 电压的 90%。要禁止升压转换器，EN 电压必
须小于 VIN 电压的 20%。

MCP1623/24 器件具有真正输出断路功能。在 EN 引脚
下拉为低电平时，通过关断集成的 P 沟道开关和去除开
关体效应二极管连接，MCP1623/24 会将输出与输入隔
离或断开。这可以去除升压转换器中典型的直流路径，
使输出可以与输入断开。在此模式期间，从输入（电
池）消耗的电流小于 1 µA。真正输出断路不会对输出进
行放电；输出电压通过外部 COUT 电容保持。

4.2.6 内部偏置

MCP1623/24 从 VIN 获取其启动偏置电压。当输出超过
输入时，偏置电压将来自输出。因此，启动之后，操作
将与 VIN 完全无关。操作仅受输出功率和输入源串联电
阻限制。对于低源阻抗输入，启动之后，输出可在低至
0.35V（典型值）的输入电压下保持稳压状态，产生 1 mA
的输出电流。

4.2.7 内部补偿

误差放大器及其关联的补偿网络使闭环系统变得完整，
它们可以将输出电压与误差放大器输入的参考电压进行
比较，并将放大后的反相信号馈送到内部电流环路的控
制输入。补偿网络会以相应的频率提供相位超前和相位
滞后补偿，以消除电源电路过多的相位滞后和超前。所
有必需的补偿元件和斜率补偿功能都进行了集成。

4.2.8 短路保护

不同于大多数升压转换器，MCP1623/24 允许其输出在
正常工作期间短路。内部限流和过温保护会在短路、过
流和过温期间限制工作条件并保护器件。

4.2.9 低噪声操作

MCP1623/24 集成了低噪声抗振铃开关，它可以抑制在
不连续电感器电流模式下工作时，通常在升压转换器开
关节点上观察到的振荡。这可以消除高频辐射噪声。

4.2.10 过温保护

MCP1623/24 中集成了过温保护电路。该电路会监视器
件结温，并在结温超出典型的 +150°C阈值时关闭器件。
如果超过该阈值，器件将在结温下降10°C时自动重新启
动。在过温条件下，软启动会复位。
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MCP1623/24
5.0 应用信息

5.1 典型应用

MCP1623/24同步升压稳压器可以在宽泛的输入电压和
输出电压范围内工作。对于几十种负载范围，电源效率
都很高。输出电流能力会随输入电压的上升而上升，随
输出电压的上升而下降。最大输出电流取决于 N 沟道峰
值电流限制。本数据手册中提供了典型特性曲线，用以
说明典型输出电流能力。

5.2 可调节输出电压计算

要计算 MCP1623/24 的电阻分压器的阻值，可以使用以
下公式。其中，RTOP 与 VOUT 连接，RBOT 与 GND 连
接，两者均与 FB 输入引脚连接。

公式 5-1：

例 A：

VOUT = 3.3V

VFB = 1.21V

RBOT = 309 k 

RTOP = 533.7 k（标准值 = 536 k）

例 B：

VOUT = 5.0V

VFB = 1.21V

RBOT = 309 k 

RTOP = 967.9 k（标准值 = 976 k）

电阻值较高时，存在一些潜在的问题。对于较小的贴片
电阻，环境污染会产生泄漏路径，这将明显改变会影响
输出电压的电阻分压器。 FB 输入泄漏电流也会影响分
压器，改变输出电压容差。

5.3 输入电容选择

升压输入电流通过升压电感器进行平滑，降低在输入处
需要的滤波量。建议使用一些电容来与输入源进行去
耦。 ESR 很低的 X5R 或 X7R 非常适合，因为它们的温
度系数低、尺寸小。对于大多数应用，输入处使用 4.7 µF
的电容已经足够。对于源阻抗很高或引线很长的高功率
应用，建议将电池与 10 µF 的输入电容连接。此外，还
可以增加额外输入电容来提供稳定的输入电压。

表 5-1 列出了输入电容值的建议范围。

5.4 输出电容选择

输出电容有助于在突然发生负载瞬态事件时提供稳定的
输出电压，并降低输出电压波纹。与输入电容一样，
X5R 和 X7R 陶瓷电容非常适合于此应用。

MCP1623/24 会在内部进行补偿，所以输出电容范围受
到限制。关于建议的输出电容范围，请参见表 5-1。

在 N 沟道开关导通时，输出电流由输出电容 COUT 提
供。输出电容量和等效串联电阻会对输出波纹电压产生
显著影响。在 COUT 提供负载电流时，在它的内部 ESR
上也会产生电压降，导致波纹电压。

公式 5-2：

其中，dV 代表波纹电压，dt 代表 N 沟道开关的导通时间
（D * 1/FSW）。

表 5-1 列出了输入和输出电容值的建议范围。

RTOP RBOT
VOUT
VFB

------------ 1– 
 =

表 5-1： 电容值范围

CIN COUT

最小值 4.7 µF 10 µF

最大值 无 100 µF

I OUT COUT
dV
dt
------ 
 =
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MCP1623/24
5.5 电感器选择

MCP1623/24设计用来与小型的贴片电感器一起使用；
电感值的范围为 2.2 µH 至 10 µH。建议使用值为 4.7 µH
的电感，以获得电感器大小、转换器负载瞬态响应和最
小噪声之间的良好平衡。

有几个参数可用于选择正确的电感器：最大额定电流、
饱和电流和铜电阻（ESR）。对于升压转换器，电感器
电流可以远高于输出电流。电感器 ESR 越低，转换器
的效率就越高，这是常见的尺寸与效率之间的权衡。 

峰值电流是最大电流或电流上限，饱和电流通常指一个
电流点，达到该值时电感会相对于额定值下降一定百分
比。电感下降量的范围为 20% 至 40%。当电感下降时，
电感器波纹电流会上升，峰值开关电流也是如此。有一
点非常重要，就是需要避免电感下降太多，从而导致开
关电流达到峰值限制。

5.6 温度计算

通过计算功耗和应用封装热阻（JA），可以估算得到结
温。 MCP1623/24 额定的最大连续结温为 +125°C。

要快速估算开关升压稳压器的内部功耗，可以使用测量
的效率通过经验公式进行计算。测量的效率一定时，可
以通过公式 5-3 估算内部功耗。

公式 5-3：

第一项（输入功率）和第二项（输送功率）之间的差就
是内部 MCP1623/24 功耗。此估算假定大部分功率损失
发生在 MCP1623/24 内部，而不是在 CIN、 COUT 和电
感器内。在升压电感器中存在一定比例的功率损失，输
入和输出电容中的损失极低。要更精确地估算内部功
耗，可以减去 IINRMS

2*LESR 功耗。

表 5-2： MCP1623/24 建议的电感器

部件编号
值

（µH）

DCR


（典型值）

ISAT
（A）

尺寸
WxLxH
（mm）

Coilcraft®

ME3220 4.7 0.190 1.5 2.5x3.2x2.0

LPS3015 4.7 0.200 1.2 3.0x3.0x1.5

EPL3012 4.7 0.165 1.0 3.0x3.0x1.3

XPL2010 4.7 0.336 0.75 1.9x2.0x1.0

Coiltronics®

SD3110 4.7 0.285 0.68 3.1x3.1x1.0

SD3112 4.7 0.246 0.80 3.1x3.1x1.2

SD3114 4.7 0.251 1.14 3.1x3.1x1.4

部件编号
值

（µH）

DCR


（最大值）

ISAT
（A）

尺寸
WxLxH
（mm）

Wurth Elektronik®

WE-TPC 
Type TH

4.7 0.200 0.8 2.8x2.8x1.35

WE-TPC 
Type S

4.7 0.105 0.90 3.8x3.8x1.65

WE-TPC 
Type M

4.7 0.082 1.65 4.8x4.8x1.8

部件编号
值

（µH）

DCR


（最大值）

ISAT
（A）

尺寸
WxLxH
（mm）

Sumida®

CMH23 4.7 0.537 0.70 2.3x2.3x1.0

CMD4D06 4.7 0.216 0.75 3.5x4.3x0.8

CDRH4D 4.7 0.09 0.800 4.6x4.6x1.5

EPCOS®

B82462A2
472M000

4.7 0.084 2.00 6.0x6.0x2.5

B82462G4
472M

4.7 0.04 1.8 6.3x6.3x3.0

VOUT I OUT
ci

------------------------------- 
  VOUT I OUT – PDis=

效率
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MCP1623/24
5.7 PCB 布线信息

良好的印刷电路板布线技术对于任何开关电路都非常重
要，开关电源也不例外。为开关高电流路径进行布线
时，应使用短且宽的走线。因此，有一点非常重要，就
是输入和输出电容的位置应尽可能靠近 MCP1623/24，
以最大程度降低环路面积。

反馈电阻和反馈信号的走线应避开开关节点和开关电流
环路。在可能时，应使用地平面和走线来帮助对反馈信
号进行屏蔽保护，并最大程度降低噪声和磁干扰。

图 5-1： MCP1623/24 SOT-23-6 建议布线

COUTL CIN

+VIN

GND

GND

+VOUT

到 GND 平面的过孔

MCP1623/24

使能信号的过孔

RTOPRBOT

1
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注：
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MCP1623/24
6.0 封装信息

6.1 封装标识信息（未按比例显示）

图注： XX...X 客户信息
Y 年份代码（日历年的最后一位数字）
YY 年份代码（日历年的最后两位数字）
WW 星期代码（一月一日的星期代码为 “01”）
NNN 以字母数字排序的追踪代码
 雾锡（Matte Tin， Sn）的 JEDEC 无铅标志
* 本封装为无铅封装。 JEDEC 无铅标志（     ）标示于此种封装的

外包装上。

注： Microchip 元器件编号如果无法在同一行内完整标注，将换行标出，因此会限制
表示客户信息的字符数。

3e

3e

6 引脚 SOT-23

XXNN

示例

CJNN

封装标识

MCP1623 HUNN

MCP1624 CJNN

XXX

8 引脚 DFN

YWW

NN

AKH

示例

050

25

封装标识

MCP1623 AKH

MCP1624 ALH
 2010-2011 Microchip Technology Inc. DS41420C_CN 第 17 页



MCP1623/24
6-Lead Plastic Small Outline Transistor (CHY) [SOT-23]

Notes:
1. Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed 0.127 mm per side.
2. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

Units MILLIMETERS
Dimension Limits MIN NOM MAX

Number of Pins N 6
Pitch e 0.95 BSC
Outside Lead Pitch e1 1.90 BSC
Overall Height A 0.90 � 1.45
Molded Package Thickness A2 0.89 � 1.30
Standoff A1 0.00 � 0.15
Overall Width E 2.20 � 3.20
Molded Package Width E1 1.30 � 1.80
Overall Length D 2.70 � 3.10
Foot Length L 0.10 � 0.60
Footprint L1 0.35 � 0.80
Foot Angle � 0° � 30°
Lead Thickness c 0.08 � 0.26
Lead Width b 0.20 � 0.51

b

E

4N

E1

PIN 1 ID BY
LASER MARK

D

1 2 3

e

e1

A

A1

A2 c

L
L1

φ

Microchip Technology Drawing C04-028B

6 引脚塑封小外形晶体管封装 （CHY） [SOT-23]

注： 最新封装图请至 http://www.microchip.com/packaging 查看 Microchip 封装规范。
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MCP1623/24
6-Lead Plastic Small Outline Transistor (CHY) [SOT-23]

Note: For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at 
http://www.microchip.com/packaging

6 引脚塑封小外形晶体管封装 （CHY） [SOT-23]

注： 最新封装图请至 http://www.microchip.com/packaging 查看 Microchip 封装规范。
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8 引脚塑封双列扁平无脚封装 （MC） —— 主体 2x3x0.9 mm [DFN]

注： 最新封装图请至 http://www.microchip.com/packaging 查看 Microchip 封装规范。
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8 引脚塑封双列扁平无脚封装 （MC） —— 主体 2x3x0.9 mm [DFN]

注： 最新封装图请至 http://www.microchip.com/packaging 查看 Microchip 封装规范。
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MCP1623/24
附录 A： 版本历史

版本 C （2011 年 2 月）

进行了以下修改：

1. 增加了8引脚2x3 DFN封装以及与本文档相关的
信息。

2. 更新了封装标识信息和封装图。

3. 更新了产品标识体系。

版本 B （2010 年 7 月）

进行了以下修改：

1. 更新了封装规范。

版本 A （2010 年 5 月）

• 本文档的初始版本。
 2010-2011 Microchip Technology Inc. DS41420C_CN 第 23 页
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MCP1623/24
产品标识体系

欲订货或获取价格、交货等信息，请与我公司生产厂或各销售办事处联系。

示例：

a) MCP1623-I/CHY： 0.65V，同步稳压器，

6 引脚 SOT-23 封装

b) MCP1623T-I/CHY： 卷带式，

0.65V，同步稳压器，

6 引脚 SOT-23 封装

c) MCP1624-I/CHY： 0.65V，同步稳压器，

6 引脚 SOT-23 封装

d) MCP1624T-I/CHY： 卷带式，

0.65V，同步稳压器，

6 引脚 SOT-23 封装

e) MCP1623-I/MC： 0.65V，同步稳压器，

8 引脚 DFN 封装

f) MCP1623T-I/MC： 卷带式，

0.65V，同步稳压器，

8 引脚 DFN 封装

g) MCP1624-I/MC： 0.65V，同步稳压器，

8 引脚 DFN 封装

h) MCP1624T-I/MC： 卷带式，

0.65V，同步稳压器，

8 引脚 DFN 封装

部件编号 X /XX

封装温度范围器件

   

器件： MCP1623： 0.65V，仅 PWM 真正断路，
 同步升压稳压器

MCP1623T：0.65V，仅 PWM 真正断路，
 同步升压稳压器 （卷带式）

MCP1624： 0.65V， PWM/PFM 真正断路，
 同步升压稳压器

MCP1624T：0.65V， PWM/PFM 真正断路，
 同步升压稳压器 （卷带式）

温度范围： I =  -40C 至 +85C （工业级）

封装： CHY = 塑封小外形晶体管封装 （SOT-23）， 6 引脚
MC = 塑封双列扁平无脚封装 （DFN 2x3）， 8 引脚

X

卷带式
 2010-2011 Microchip Technology Inc. DS41420C_CN 第 25 页
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请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的

操作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破 ” 的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视

为违反了《数字器件千年版权法案（Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。
提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含

的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用

情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相

关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的
任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology
Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便

利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，
是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或

暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不

限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用
性的声明或担保。 Microchip 对因这些信息及使用这些信息而

引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命

维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在

由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障
Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。在 Microchip 知识

产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。
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